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Die folgenden Angaben smd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Mehrschichtkondensator, Verdrahtungssubstrat, Entkoppiungsschaltung und Hochfrequenzschaltung. 

@ ^ Ein Mehrschichtkondensator ist aufgebaut, urn eine 
Aquivalenzreihcninduktivitat (ESL) zu minimieren, und 
waist erste innere Elektroden und zweite innere Elektro- 
den, die einander gegenuberliegend angeordnet sind, 
auf. Die ersten inneren Elektroden sind iiber einen ersten 
Durchfuhrungsleiter mit einer ersten auBeren AnschlulS- 
elektrode elektrisch verbunden, wobei die zweiten inne- 
ren Elektroden uber einen zweiten Durchfuhrungsleiter 
mit einer zweiten aufSeren AnschluBelektrode elektrisch 
verbunden sind. Die ersten und zweiten Durchfuhrungs- 
leiter sind auf eine solche Art und Weise angeordnet, dafS 
magnetische Felder, die durch einen Strom, der durch die 
inneren Elektroden fliefJt, induziert wird, uhterdruckt war- 
den, Zusatzlich sind einige dieser Durchfuhrungsleiter an- 
geordnet, um erste und zweite Randdurchfuhrungsleiter 
zu defjnieren, die mit den ersten und zweiten inneren 
Elektroden an jedem Rand der ersten und zweiten inneren 
Elektroden verbunden sind. 
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Beschreihung 

Die vorliegende Erfindungl^Rhl sich auf Mehrschicht- 
kondensatoren, Verdrahtungssubslrate, Enikopplungsschal- 
tungen und Hochfrequenzschaltungen, Insbesondere bezieht 
sich die vorliegende Erfindung auf Mehrschichikondensato- 
ren fur eine Verwendung bei Hochfrequenzschaltungen und 
auf Verdrahtungssubslrate, Entkopplungsschaltungen und 
Hochfrequenzschaltungen, die solche Mehrschichtkonden- 
satoren aufweisen. 

Die meisten herkommlichen Mehrschichikpndensatoren 
sind aus dielektrischen Keramikmaterialien oder derglei- 
chen gebildet. Solche Mehrschichtkondensaioren umfassen 
einen Kondensator mit einer Mehrzahl von laminierten di- 
elektrischen Schichten, eine Mehrzahl von Paaren von ein- 
ander gegeniiberliegend angeordneten ersten inneren Elek- 
troden und eine Mehrzahl von Paaren von einander gegen- 
uberiiegend angeordneten zweiten inneren Elektroden, die 
in einer Richtung abwechselnd angeordnet sind, in der die 
dielektrischen Schichten laminiert sind, wobei sich die 
Paare von Elektroden iiber die dielektrischen Schichten ge- 
geniiberhegen, um eine Mehrzahl von Kondensatoreinhei- 
ten zu definieren. Eine erste auBere AnschluBelektrode ist 
auf einer ersten Endoberflache des Kondensators vorgese- 
hen, wobei eine zweite auBere AnschluBelektrode auf einer 
zweiten Endoberflache derselben vorgesehen ist. Die ersten 
inneren Elektroden erstrecken sich heraus zu der ersten End- 
oberflache des Kondensators, um mit der ersten auBeren An- 
schluBelektrode elektrisch verbunden zu sein. Zusatzlich er- 
strecken sich die zweiten inneren Elektroden heraus zu der 
zweiten Endoberflache des Kondensators, um mil der zwei- 
ten auBeren AnschluBelektrode elektrisch verbunden zu 
sein. 

Bei dem im vorhergehenden beschriebenen Mehrschicht- 
kondensator flieBt beispielsweise Strom von der zweiten au- 
Beren AnschluBelektrode zu der ersten auBeren AnschluB- 
elektrode, und insbesondere flieBt der Strom von der zwei- 
ten auBeren AnschluBelektrode zu der zweiten inneren Elek- 
trpde, von der aus der Strom durch eine dielektrische 
Schicht flieBt, um die erste innere Elektrode zu erreichen, 
wobei derselbe daraufhin, nachdem er durch die erste innere 
Elektrode geflossen ist, die erste auBere AnschluBelektrode 
erreichL 

Wenn die Kapazital eines Kondensators durch das Sym- 
bol C angezeigt wird, eine Aquivalenzreiheninduktivitat 
(ESL; ESL = equivalent series inductance) durch das Sym- 
bol L angezeigt wird, und der Widerstandswert einer Elek- 
trode, der als ein Aquivalenzreihenwiderstandswert (ESR; 
ESR = equivalent series resistance) bezeichnet wird, durch 
das Symbol R angezeigt wird, wird ein Ersalzschaltbild ftir 50 
den Kondensator durch eine Schaltung daigestellt, bei der 
die Kapazitat, die Aquivalenzreiheninduktivitat und der 
Aquivalenzreihenwiderstandswert, die durch die Symbole 
C, L bzw. R angezeigt werden, in Reihe geschaltet sind, 

Bei diesem Ersatzschaltbild ist eine Resonanzfrequenz fo 55 
gleich einem Wert, der durch einen Ausdruck von l/[27l x (L 
X C)*^] erhalten wird, wobei die Schaltung bei Frequenzen, 
die hoher als die Resonanzfrequenz sind, nicht als ein Kon- 
densator wirkt. In anderen Worten ausgedriickl, ist, wenn 
ein Wert von L, d. h. der Wert von ESL, klein ist, die Reso- 60 
nanzfrequenz fo hoher, so daB die Schaltung bei hoheren 
Frequenzen verwendet werden kann. Obwohl in Betracht 
gezogen worden ist, Kupfer fur die inneren Elektroden zu 
verwenden, um den Wert von ESR zu reduzieren, ist ein 
Kondensator mil einem reduzierten ESL- Wert erforderlich, 65 
wenn der Kondensator in Mikrowellenbereichen verwendet 
wird. 

Zusatzlich ist es bei einem Kondensator, der als ein Eni- 



kopplungskondensalj^^^endct wird, der mit einer Lei- 
slungsversorgungssd^^Rg verbunden ist, die Leistung zu 
einem MPU-Chip als erne Mikroverarbeitungseinheii zu- 
fuhrt, die in einer Arbeiisstaiion, einem Person alcomputer 
5 oder anderen solchen elektronischen Vorrichtungen mit ei- 
nem Prozessor enthalten ist, ferner notwendig, den ESL- 
Wert zu reduzieren. 

Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der Slruk- 
tur darstelJt, bei der eine MPU 1 und eine Leisiungsversor- 
10 gungseinheit 2 verbunden sind. 

In Fig, 13 weist die MPU 1 einen MPU-Chip 3 und eine 
Speichcreinheit 4 auf. Die Leistungsversorgungseinheit 2 
ftihrt dem MPU-Chip 3 Leistung zu. Ein Entkopplungskon- 
densator 5 ist mit einer Leistungsversorgungsschaitung von 
15 der Leistungsversorgungseinheit 2 zu dem MPU-Chip 3 ver- 
bunden. Zusatzlich ist auf der Seite der Speichereinheit 4 
eine Signalschaltung angeordnet, die sich von dem MPU- 
Chip 3 erstreckt. 

Ahnlich zu einem typischen Typ eines Entkopplungskon- 
20 dehsators wird der Enlkopplungskondensator 5, der in der 
im vorhergehenden beschriebenen MPU 1 umfaBt ist, zum 
Absorbieren von Rauschen und zum Glatteh von Leistungs- 
versorgungsschwankungen verwendet. Zusatzlich ist in 
neuerer Zeit die Herstellung des MPU-Chips 3 mit einer Be- 
25 triebsfrequenz von iiber 500 MHz und bis 1 GHz geplant 
worden. Hinsichtlich eines solchen MPU-Chips 3 ist es, um 
Hochgeschwindigkeitsoperationen zu erzielen, notwendig, 
eine schnelle Leistungsversorgungsfunktion aufzuweisen. 
um die Leistung von der elektrischen Leistung, die in einem 
30 Kondensator geladen ist, binnen weniger Nanosekunden zu- 
zufiihren, wenn die Leistung beispielsweise wahrend des 
Einschaltens unmittelbar erfordert wird. 

Folglich ist es bei dem Entkopplungskondensator 5, der 
bei der MPU 1 verwendet wird, notwendig, daB derselbe 
eine Induktivitatskompohente aufweist, die so niedrig wie 
moglich, beispielsweise 10 pH. oder weniger, ist. Folglich ist 
fiir solche Anwendungen ein Kondensator mit einer solch 
niedrigen Induktivitat erforderlich. 

Insbesondere wird bei einem bestimmten MPU-Chip 3 
mit einer Betriebstaktfrequenz von etwa 500 MHz eine 
Gleichleistung von etwa 2,0 V zugefiihrt, wobei ein Lei- 
stungsverbrauch etwa 24 W betragt, d. h. derselbe ist derart 
entworfen, daB ein Strom von etwa 12 A flieBt. Um den Lei- 
stungsverbrauch zu reduzieren, wenn eine MPU 1 nicht ar- 
beitet, wird ein Schlafmodus, bei dem der Leistungsver- 
brauch auf 1 W oder weniger abfallt, eingenonmien. Wenn 
von einem Schlafmodus zu einem aktiven Modus gewech- 
selt wird, mu6 dem MPU-Chip 3 die Leistung, die fiir den 
aktiven Modus notwendig ist, wahrend des Betriebstaktes 
zugefuhrl werden. Bei der Betriebsfrequenz von 500 MHz 
muB beispielsweise, wenn von dem Schlafmodus zu dem 
aktiven Modus gewechselt wird, die Leistung innerhalb 
etwa 4 bis 7 Nanosekunden zugefiihrt werden. 

Da es jedoch unraoglich ist, die im vorhergehenden be- 
schriebene Leistung von der Leistungsversorgungseinheit 2 
rechtzeitig zuzufuhren, wird wahrend der Zeitdauer, bevor 
die Leistung von der Leistungsversoigungseinheit 2 zuge- 
fiihrt wird, dem MPU-Chip 3 die Leistung zugefiihrt, inderh 
die Ladung, die in dem Entkopplungskondensator 5 gespei- 
chert ist, der in der Nahe des MPU-Chips 3 angeordnet ist, 
freigesetzt wird. 

Wenn die Beuiebstaktfrequenz 1 GHz betragt, muB, um 
eine solche Funklion zu erfiillen, der ESL- Wert des Ent- 
kopplungskondensators 5, der in der Nahe des MPU-Chips 3 
angeordnet ist, zumindest 10 pH oder weniger betragen. 

Da der ESL- Wert des im vorhergehenden erwahnten her- 
kommlichen Mehrschichtkondensaiors in einem Bereich 
von etwa 500 pH bis 800 pH liegt, ist derselbe viel hoher als 



3 



4 



der Wert von 10 pH, der im^^hergehenHen beschrieben 
wurde. Bei einem Mehrschicj^^nensator wird eine Induk- 
livitalskomponenle erzeugl, I^Pm magneiischer FluB mit 
einer Richtung, die durch eine Richtung des Stromes, der 
durch den Mehrschichtkondensator flieBi, beslimmt wird, 5 
induziert wird, wodurch eine Selbslinduklivitatskompo- 
nente erzeugt wird. 

Beziiglich des im vorhergehenden beschriebenen Hinter- 
grunds werden die Strukturen von Mehrschichlkondensato- 
ren, die in der Lage sind, eine Reduzierung des ESL-Wertes 10 
zu erzielen, beispielsweise in der japan ischen ununtersuch- 
ten Paientanmeldung Nr. 2-256216, dem U.S.-Patent Nr. 
5,880,925, der japanischen ununtersuchten Paientanmel- 
dung Nr. 2-159008, der japanischen ununiersuchten Patent- 
anineldung Nr. 11-144996 und der japanischen ununtersuch- 15 
ten Patentanmeldung Nr. 7-201651 prasenliert. 

Die im vorhergehenden erwahnte Reduzierung des ESL- 
Werles wird hauptsachlich dadurch erzielt, daB der magne- 
tische FluB, der in dem Mehrschichtkondensator induziert 
wird, unlerdriickt bzw. ausgeglichen wird. Urn eine seiche 20 
Unterdriickung des magnetischen Flusses zu erzeugen, wird 
die Richtung des Stromes, der durch den Mehrschichtkon- 
densator flieBt, verschiedenartig eingestellt. Um die Rich- 
tung des Stromes verschiedenartig einzustellen, wird zusatz- 
lich die Anzahl der AnschluBelektroden, die an einer Au- 25 
Benoberflache des Kondensa tors angeordnet sind. und die 
Anzahl von Bauteilen von inneren Eiektroden, die sich er- 
strecken, um mit den AnschluBelektroden elektrisch verbun- 
den zu sein, erhoht, wobei daraufhin die sich erstreckenden 
Teile der inneren Eiektroden angeordnet werden, um in ver- 30 
schiedenen Richtungen angeordnet zu sein. 

Die im vorhergehenden beschriebenen MaBnahmen zum 
Erhalten des reduzierten ESL-Wertes bei dem Mehrschicht- 
kondensator, wie er im vorhergehenden beschrieben wurde, 
sind jedoch nicht wirksam genug. 35 

Obwohl beispielsweise eine Struktur, bei der sich die in- 
neren Eiektroden zu den zwei gegenuberliegenden Seiten- 
oberflachen des Kondensators heraus erstrecken, in der japa- 
nischen ununtersuchten Patentanmeldung Nr. 2-256216, 
dem U.S .-Patent Nr. 5,880,925 und der japanischen ununter- 40 
suchten Patentanmeldung Nr. 2-159008 beschrieben ist, 
kann der ESL-Wert lediglich auf etwa 100 pH herab redu- 
ziert werden. 

Obwohl in der japanischen ununiersuchten Patentanmel- 
dung Nr. 11-144996 eine Struktur beschrieben ist, bei der 45 
sich die inneren Eiektroden zu den vier Seitenoberflachen 
des Kondensators heraus erstrecken, ist der wirksamste Wert 
von ESL in diesem Fall ebenfalls nicht kleiner als 40 pH. 

Obwohl dariiberhinaus in der japanischen ununtersuchten 
Patentanmeldung Nr 7-201651 eine Struktur beschrieben 50 
ist, bei der sich die inneren Eiektroden zu der oberen und der 
unteren Hauptoberflache des Kondensators heraus erstrek- 
ken, ist der wirksamste Wert von ESL in diesem Fall eben- 
falls nicht kleiner als 50 pH. 

Um die ESL-Werte von 10 pH oder weniger zu erhalten, 55 
muB folglich herkommlicherweise bei einer Hochfrequenz- 
schaltung mit einer Leistungsversorgungsleitung, die fiir ei- 
nen MPU-Chip verwendet wird, der einen solchen Mehr- 
schichtkondensator umfaBt, eine Mehrzahl von parallel ge- 
schalteten Mehrschichtkondensatoren an einem Verdrah- 60 
tungssubstral angebrachl sein. Als ein Ergebnis wird die 
Flache, die zum Anbringen der Mehrschichtkondensatoren 
erforderlich ist, sehr erhoht, was eine Reduzierung der Ko- 
slen und der GroBe der eleklronischen Vorrichlungen, die 
solche Hochfrequenzschaltungen definieren, verhindert. 65 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
einen Mehrschichtkondensator mit einem kleineren ESL- 
Wert zu schaffen. 



Diese Aufgabe wi^||yrch einen Mehrschichtkondensator 
gemaB Anspruch ] ^^B9 gelost. 

Um die Probleine^me im vorhergehenden beschrieben 
wurden, zu iiberwinden, Hefem bevorzugte Ausfuhrungs- 
beispiele der vorliegenden Erfindung einen Mehrschicht- 
kondensator, der einen ESL-Wert sehr und wirksam redu- 
ziert. 

Zusatzlich liefem bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung ein Verdrahtungssubstrat, eine Ent- 
kopplungsschallung und eine Hochfrequenzschaltung, die 
einen solchen neuartigen Mehrschichtkondensator umfas- 
sen. 

GemaB einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der vor- 
liegenden Erfindung wird ein Mehrschichtkondensator mit 
einem Kondensalorhauptkdrper bereitgestelll, der eine 
Mehrzahl von laminierten dielektrischen Schichten auf- 
weist. Innerhalb des Kondensators sind zumindest ein Paar 
von ersten inneren Eiektroden und zumindest ein Paar von 
zweiten inneren Eiektroden angeordnet, wobei sich die 
Pa are von Eiektroden iiber spezi fi zierte dielektrische 
Schichten der Mehrzahl von dielektrischen Schichten ge- 
geniiberliegen. Erste auBere AnschluBelektroden und zweite 
auBere AnschluBelektroden sind auf zumindest einer Haupt- 
oberflache, die sich im wesentlichen parallel zu den inneren 
Eiektroden in dem Kondensator erstreckt, angeordnet. 

Daruberhinaus sind eine Mehrzahl von ersten Durchfiih- 
rungsleitem und eine Mehrzahl von zweiten Durchfiih- 
rungsleitern innerhalb des Kondensators angeordnet. Die er- 
sten Durchfiihrungsleiter verlaufen durch spezifizierte di- 
elektrische Schichten, um die ersten inneren Eiektroden und 
die ersten auBeren AnschluBelektroden derart elektrisch zu 
verbinden, daB die ersten Durchfiihrungsleiter von den 
zweiten inneren Eiektroden elektrisch isoliert sind. Zusatz- 
lich verlaufen die zweiten Durchfuhrungsleiter durch spezi- 
fizierte dielektrische Schichten, um die zweiten inneren 
Eiektroden und die zweiten auBeren AnschluBelektroden 
derart elektrisch zu verbinden, daB die zweiten Durchfiih- 
rungsleiter von den ersten inneren Eiektroden elektrisch iso- 
liert sind. Die ersten und zweiten Durchfuhrungsleiter sind 
derart angeordnet, daB diese Durchfuhrungsleiter magne- 
tische Felder, die durch einen Strom, der durch die inneren 
Eiektroden flieBt, induziert wird, gegenseitig unterdriicken. 

Um die im vorhergehenden erwahnten technischen Pro- 
bleme zu losen, weist die Mehrzahl von ersten Durchfuh- 
rungsleitern erste Randdurchfuhrungsleiter auf, die mil den 
ersten inneren Eiektroden an den Randem der ersten inneren 
Eiektroden verbunden sind, wobei die Mehrzahl von zwei- 
ten Durchfuhrungsleitem zweite Randdurchfuhrungsleiter 
aufweist, die mit den zweiten inneren Eiektroden an den 
Randem der zweiten inneren Eiektroden verbunden sind. 

Die ersten Randdurchfuhrungsleiter weisen vorzugsweise 
erste Randdurchfuhrungsleiter auf, die mit den ersten inne- 
ren Eiektroden an den Seiten der ersten inneren Eiektroden 
verbunden sind, wobei die zweiten Randdurchfuhrungsleiter 
zweite Randdurchfuhrungsleiter aufweisen, die mit den 
zweiten inneren Eiektroden an den Seiten der zweiten inne- 
ren Eiektroden verbunden sind. 

Zusatzlich konnen zumindest der ersten Randdurchfuh- 
rungsleiter Oder die zweiten Randdurchfuhrungsleiter Rand- 
durchfuhrungsleiter aufweisen, die mit enlsprechenden in- 
neren Eiektroden an Ecken der enlsprechenden inneren 
Eiektroden verbunden sind. 

Femer konnen die ersten Randdurchfuhrungsleiter erste 
Randdurchfuhrungsleiter aufweisen, die mil den ersten in- 
neren Eiektroden an den Seiten der ersten inneren Eleklro- 
den verbunden sind, wobei die zweiten Randdurchfuhrungs- 
leiter zweite Randdurchfuhrungsleiter autweisen, die mit 
den zweiten inneren Eiektroden an den Seiten der zweiten 
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inneren Elektroden verbundei^wd. Zugleich konnen zu- 
mindest die ersten Randdurcl^^Bngsleiter oder die zwei- 
ten Randdurchfiihrungsleiter MTOaurchfiihrungsleiier auf- 
weisen, die mil enisprechenden inneren Elektroden an Ek- 
ken der entsprechenden inneren Elektroden verbunden sind. 

Bei dem Mehrschichlkondensalor gemaB bevorzugien 
Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung sind die 
ersten und zweiten aufieren AnschluBelektroden vorzugs- 
weise in einer punktierten Anordnung entsprechend den er- 
sten und zweiten Durchfuhrungsleitem verteilt. 

In diesem Fall ist vorzugsweise an jeder der ersten und 
zweiten auBeren AnschluBelektroden ein Lotmittelhocker 
vorgesehen. 

Zusatzlich sind bei dem Mehrschichtkondensator gemafi 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfin- 
dung die ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden le- 
diglich auf einer Hauptoberflache des Hauptkorpers des 
Kondensators angeordnet. Altemativ konnen die ersten und 
zweiten auBeren AnschluBelektroden auf beiden Hauptober- 
flachen desselben angeordnet sein, oder die ersten auBeren 
AnschluBelektroden konnen auf einer Hauptoberflache des 
Kondensators und die zweiten auBeren AnschluBelektroden 
konnen auf der anderen Hauptoberflache desselben angeord- 
net sein. 

Der Mehrschichtkondensator gemaB bevorzugten Aus- 
fiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung kann vor- 
teilhafterweise als ein Enlkopplungskondensator verwendet 
werden, der rail einer Leistungsversorgungsschaltung fur ei- 
nen MPU-Chip verbunden ist, der in einer Mikroverarbei- 
tungseinbeit (Mikroverarbeitungseinheit = Micro-Proces- 
sing Unit) untergebracht ist; 

GemaB dem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Verdrahtungssubstrat zum An- 
bringen eines der im vorhergehenden erwahnten Mehr- 
schichtkondensatoren geliefert. 

Wenn einige bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorlie- 
genden Erfindung an dem Verdrahtungssubstrat angebracht. 
werden, kann als ein spezifisches bevorzugtes Ausfuhrungs- 
beispiel ein MPU-Chip, der in einer Mikroverarbeitungsein- 
heit untergebracht ist, an dem Verdrahtungssubstrat ange- 
bracht sein. Zusatzlich kann das Verdrahtungssubstrat einen 
heiB-seidgen Leistungsversorgungsverdrahtungsleiter, der 
Leisiung fiir den MPU-Chip zufiihrt, und einen Masse- Ver- 
drahtungsleiter aufweisen, wobei entweder die ersten auBe- 
ren AnschluBelektroden oder die zweiten auBeren An- 
schluBelektroden, die bei einem der im vorhergehenden er- 
wahnten Mehrschichtkondensatoren verwendet werden. mit 
dem heiB-seitigen Leistungsversorgungsverdrahtungsleiter 
elektrisch verbunden sein konnen, wobei die anderen der er- 
sten auBeren AnschluBelektroden und der zweiten auBeren 
AnschluBelektroden mit dem Masse- Verdrahtungsleiter ver- 
bunden sein konnen. 

Die ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden, die 
in einem der im vorhergehenden erwahnten Mehrschicht- 
kondensatoren angeordnet sind, sind vorzugsweise durch ei- 
nen Hocker rait dem Verdrahtungssubstrat verbunden. 

GemaB einem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung wird eine Entkopplungsschal- 
tung mit einem der Mehrschichtkondensatoren, die im vor- 
hergehenden beschrieben wurden, geliefert. 

GemaB einem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung wird eine Hochfrequenzschal- 
lung mit einem der Mehrschichtkondensatoren, die im vor- 
hergehenden beschrieben wurden, geliefert. 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Er- 
findung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beihe- 
genden Zeichnungen naher erlautert., wobei gleiche Bezugs- 
zeichen gleiche Elemente anzeigen. Rs zeigen: 



Fig. lA und IB I^^fcichten, die die innere Struktur ei- 
nes Mehrschichtkon^^Hors gemaB einem ersten bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
darstellen, wobei Fig. lA eine Schnittoberflache zeigi, bei 
5 der eine erste innere Elektrode angeordnet ist, und Fig. IB 
eine Schnittoberflache zeigt, bei der eine zweite innere Elek- 
trode angeordnet ist; 

Fig. 2 eine Schnittansicht durch die Linie II-E, die in je- 
der der Fig. lA und IB gezeigt ist; 
1 0 Fig. 3 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
darstellt, der als ein Vergleichsbei spiel zum Untersuchen der 
Charakteristika des Mehrschichtkondensators, der in Fig. 
lA und IB gezeigt ist, prapariert ist; 
Fig. 4 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
15 darstellt, der als ein wei teres Vergleichsbeispiel prapariert 
ist, das verglichen wird, urn die Charakteristika des Mehr- 
schichtkondensators, der in Fig. lA und IB gezeigt ist, zu 
untersuchen; 

Fig. 5 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
20 gemaB einem zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung darstellt; 

Fig. 6 eine Schnittansicht, die einen Mehrschichtkonden- 
sator gemaB einem dritten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung darstellt; 
25 Fig. 7 eine Schnittansicht, die einen Mehrschichtkonden- 
sator gemaB einem vierten bevorzugten Ausfuhrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erfindung darstellt; 

Fig. 8 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
gemaB einem fiinften bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
30 vorliegenden Erfindung darstellt; 

Fig. 9 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
gemaB einem sechsten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung darstellt; 

Fig. 10 eine Draufsicht, die die Positionsbeziehungen 
35 zwischen einer inneren Elektrode und Durchfuhrungsleitem 
zeigt, um ein siebtes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung zu veranschaulichen; 

Fig. 11 eine Draufsicht, die ein achtes bevorzugtes Aus- 
fuhrungsbeispiel der vorhegenden Erfindung darstellt; 
40 Fig. 12 eine Schnittansicht, die ein Su^kturbeispiel einer 
MPU darstellt, bei der der Mehrschichtkondensator gemaB 
dem ersten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegen- 
den Erfindung angeordnet ist, um einen Enlkopplungskon- 
densator zu definieren; und 
45 Fig. 1 3 ein Blockdiagramm, das die Struktur darstellt, bei 
der eine MPU und eine Leistungsversorgungseinheit ver- 
bunden sind. 

Fig. lA, IB und 2 zeigen jeweils einen Mehrschichtkon- 
densator 11 gemaB einem ersten bevorzugten Ausfuhrungs- 

50 beispiel der vorliegenden Erfindung. Fig. I A und IB sind 
Draufsichten, die die innere Su-uktur des Mehrschichtkon- 
densators 11 darstellen. Fig. lA und IB zeigen unterschied- 
liche Schnittoberflachen. Fig. 2 ist zusatzlich eine Schnitt- 
ansicht, die entlang einer Linie EI-II, die in jeder von Fig. lA 

55 und IB gezeigt ist, entnommen ist. 

Der Mehrschichtkondensator 11 weist einen Hauptkorper 
auf, der durch einen Kondensator 13 mit einer Mehrzahl von 
laminierten dieleklrischen Schichten 12 definiert ist. Die di- 
elektrischen Schichten 12 sind vorzugsweise aus beispiels- 

60 weise dieleklrischen Keramikmaterialien oder anderen ge- 
eigneten Materi alien hergestellt. 

Innerhalb des Kondensators 13 sind zumindest ein Paar 
von ersten inneren Elektroden 14 und zumindest ein Paar 
von zweiten inneren Elektroden 15 angeordnet, wobei sich 

65 die Paare von Elektroden iiber die dieleku'ischen Schichten 
12 gegeniiberliegen. Bei diesem bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiel sind vorzugsweise eine Mehrzahl von Paaren von 
ersten inneren Elektroden 14 und eine Mehrzahl von Paaren 
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von zweiten inneren Elektrode^^ vorgesehen. 

Zusatzlich sind eine erste^^^e AnschluBeleklrode 18 
und eine zweite auBere Ansd^^peklrode 19 auf zumindest 
einer von Hauptoberflachen 16 und 17 des Kondensators 13, 
die sich im wesentlichen parallel zu den inneren Elektroden 

14 und ! 5 erstrecken, angeordnet, d. h. bei dein bevorzuglen 
Ausfuhrungsbeispiel auf der Hauptoberfiache 17. 

Dariiberhinaus verlaufen innerhalb des Kondensators 13 
eine Mehrzahl von ersten Durchfiihrungsleilem 20 und 20a 
durch spezifizierte dielektrische Schichlen 12, urn die ersten 
inneren Elektroden 14 und die ersten auBeren AnschluBelek- 
Iroden 18 derart elektrisch zu verbinden, dafi die ersten 
Durchfiihrungsleiter 20 und 20a von den zweiten inneren 
Elektroden 15 elektrisch isoliert sind. Zusatzlich verlaufen 
eine Mehrzahl von zweiten Durchfiihrungs lei tern 21 und 
21a durch spezifizierte dielektrische Schichlen 12, um die 
zweiten inneren Elektroden 15 und die zweiten auBeren An- 
schluBelektroden 19 derart elektrisch zu verbinden, daB die 
zweiten Durchfiihrungsleiter 21 und 21a von den ersten in- 
neren Elektroden 14 elektrisch isoliert sind. 

Bei diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel sind die 
Mehrzahl von ersten iiineren Elektroden 14 und die Mehr- 
zahl von zweiten inneren Elektroden 15 angeordnet, wie es 
im vorhergehenden beschrieben wurde. In dieser Situation 
sind die Kapazitaten, die zwischen den ersten und zweiten 
inneren Elektroden 14 und 15 erzeugl werden, durch die er- 
sten und zweiten Durchfiihrungsleiter 20, 20a, 21 und 2la 
parallel geschaltet. Die auf diese Weise parallel geschaltelen 
Kapazitaten ersU-ecken sich von den ersten und zweiten au- 
Beren AnschluBelektroden 18 und 19 heraus. 

Die ersten Durchfiihrungsleiter 20 und 20a und die zwei- 
ten Durchfiihrungsleiter 21 und 21a sind derart angeordnet, 
daB dieselben magnetische Felder gegenseitig unterdriicken 
bzw. ausgleichen, die durch Slronie induziert werden, die 
durch die inneren Elektroden 14 und 15 flieBen. In anderen 
Worlen ausgedriickt, sind bei diesem bevorzuglen Ausfiih- 
rungsbeispiel die Durchfiihrungsleiter 20 und 20a und die 
zweiten Durchfiihrungskiter 21 und 21a in einem solchen 
Zustand angeordnet, daB die Durchfiihrungsleiter 20, 20a, 
21 und 21a jeweils an einer Ecke eines im wesentlichen 
rechteckigen Korpers, insbesondere an einer Ecke eines im 
wesentlichen Quadrat- formigen Korpers positioniert sind. 
Zusatzlich sind die ersten Durchfiihrungsleiter 20 und 20a 
jeweils benachbart zii den zweiten Durchfiihrungsleilem 21 
und 21a angeordnet. 

Als die charakteristische Struktur von verschiedenen be- 
vorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfin- 
dung sind einige der ersten Durchfiihrungsleiter 20 und 20a 
erste Randdurchfiihrungsleiter 20a, die mit den ersten inne- 
ren Elektroden 14 an dem Randabschnitt der ersten inneren 
Elektroden 15 verbunden sind. Zusatzlich sind einige der 
zweiten Durchfiihrungsleiter 21 und 21a zweite Randdurch- 
fiihrungsleiter 21a, die mit den zweiten inneren Elektroden 

15 an dem Randabschnitt der zweiten inneren Elektroden 15 
verbunden sind. 

Zusatzlich sind bei diesem bevorzugten Ausfiihrungsbei- 
spiel die im vorhergehenden beschriebenen ersten Rand- 
durchfiihrungsleiter 20a mit den ersten inneren Elektroden 
14 an der Seite der ersten inneren Elektroden 14 verbunden, 
wobei die zweiten Randdurchfiihrungsleiter 21a mit den 
zweiten inneren Elektroden 15 an der Seite der zweiten in- 
neren Elektroden 15 verbunden sind. 

Die ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden 18 
und 19 sind auf einer Hauptoberfiache 17 derart angeordnet, 
daB die auBeren AnschluBelektroden 18 und 19 in einer 
punktierten Konfiguration verteilt sind, die jedem der ersten 
und zweiten Durchfiihrungsleiter 20, 20a, 21 und 21a eni- 
spricht. Bei diesem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel wei- 



sen die ersten und ^fli^n auBeren AnschluBelektroden 18 
und 19 vorzugsweis^^Hhige AnschluBflachen 22 bzw. 23 
undLotmittelhockei^^^w. 25 auf. DieLotmittelhocker 24 
und 25 sind auf den AnschluBflachen 22 und 23 vorgesehen. 
5 Bei dem Mehrschichtkondensator 11 mil einer solchen 
Struktur wird der ESL-Werl sehr reduziert. 

Um zu bestatigen, daB der Mehrschichtkondensator 11 
gemaB den bevorzugten Austlihrungsbeispielen der vorlie- 
genden Erfindung beziighch der Reduzierung des ESL- 

10 Werts eine vorteilhafte Struktur aufweist, wurde durch ein 
Resonanzverfahren der ESL-Wert bei dem Mehrschichtkon- 
densator 11 gemessen, wobei als ein Ergebnis ein Wert von 
18 pH gemessen wurde. Bei der Struktur des Mehrschicht- 
kondensators 11 sind die inneren Elektroden 14 und 15 und 

15 die Durchfiihrungsleiter 20, 20a. 21 und 21a vorzugsweise 
aus einer leitfahigen Paste, die Nickel aufweist, hergestellt. 
Dariiberhinaus betrugen die Abmessungen von jeder der in- 
neren Elektroden 14 und 15 etwa 4,0 mm >< 4,0 mm, ein 
Ausrichtungswiederholabstand der Durchfiihrungsleiter 20, 

20 20a, 21 und 21a betrug etwa 1,0 mm, die Durchmesser der 
Durchfiihrungsleiter 20, 20a, 21 und 21a betrugen etwa 
0,1 mm, und die AuBendurchmesser jedcs Isolationsberei- 
ches, der zwischen den inneren Elektroden 14 und den 
Durchfiihrungsleilem 21 und 21a und zwischen den inneren 

25 Elektroden 15 und den Durchfiihrungsleiterri 20 und 20a an- 
geordnet ist, betrug etwa 0,2 mm. 

Das im vorhergehenden erwahnte Resonanzverfahren ist 
ein Verfahren, bei dem zuerst die Frequenzcharakteristika 
der Impedanz eines Mehrschichtkondensators als eine Test- 

30 probe fiir die Messung erh alien wird, wobei bei einer Fre- 
quenz fo an einem Minimalpunkl in den Frequenzcharakteri- 
stika ein Wert von ESL durch l/((27tfo)^ x C] definiert ist. In 
diesem Fall ist der Minimalpunkl in den Frequenzcharakte- 
ristika aquivalent zu einem Reihenresonanzpunkt zwischen 

35 der Kapazitatskomponente C und ESL des Kondensators. 
Dariiberhinaus wurden als ein Vergleichsbeispiel Mehr- 
schichtkondensatoren gemaB den folgenden Beispielen 1 bis 
3 hergestellt, um jeden ESL-Wert derselben zu messen. 
Beim Herstellen der Mehrschichtkondensatoren, die bei den 

40 Beispielen 1 bis 3 verwendei wurden, wurde im wesentli- 
chen dasselbe Verfahren wie dasjenige zum Herstellen des 
Mehrschichtkondensators 11 als die im vorhergehenden er- 
wahnte Teslprobe verwendet. 
Obwohl bei diesem Beispiel der Mehrschichtkondensator 

45 11 vorzugsweise insgesamt 21 Durchfiihrungsleiter 20, 20a, 
21 und 21a aufweist, weist der Mehrschichtkondensator, der 
bei dem Beispiel 1 verwendet wird, nicht die Randdurchfiih- 
rungsleiter 20a und 21a auf, die bei dem Mehrschichtkon- 
densator 11 urnfaBt sind. Die anderen Strukturelemente bei 

50 dem Mehrschichtkondensator, der bei dem Beispiel 1 ver- 
wendet wird, sind dieselben wie diejenigen bei dem Mehr- 
schichtkondensator 11. Der Mehrschichtkondensator des 
Beispiels 1 weist vorzugsweise insgesamt neun Durchfiih- 
rungsleiter auf, die lediglich an der Milte positioniert sind. 

55 Bei dem Mehrschichtkondensator des Beispiels 1 wurde ein . 
hoher ESL-Wert von 82 pH erhalten. 

Bei dem Beispiel 2 war, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ob- 
wohl der Ausrichtungswiederholabstand der Durchfiih- 
rungsleiter 20 und 21 derselbe wie deijenige in dem Fall des 

60 Mehrschichtkondiensators 11 war, kein Randdurchfiihrungs- 
leiter angeordnet, wobei eine Gesamtzahl von 16 Durchfiih- 
rungsleilem 20 und 21 lediglich an der Milte positioniert 
war. Bei dem Mehrschichtkondensator des Beispiels 2 
wurde ein reladv hoher ESL-Werl von 45 pH erhalten. 

65 Bei dem Beispiel 3, wie es in Fig. 4 gezeigt ist, isl der 
Ausrichtungswiederholabstand der Durchfiihrungsleiter 20 
und 21 enger gemachl worden, wobei eine Gesamtzahl von 
25 Durchfiihrungsleilem 20 und 21 lediglich an der Milte 
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angeordnel war. Bei dem MeJu||diichtkondensator des Bei> 
spiels 3 wurde ein hoher ESL^^^von 28 pH erhalten. Die- 
ser Wert ist hoher aJs der ESI^^t von 18 pH, der bei dem 
im vorhergehenden erwahnten Mehrschichtkondensator 11 
erhalten wurde, obwohl das Beispiel 3 insgesamt 25 Durch- 
fiihrungsleiter 20 und 21 aufwies, was die Gesamtanzahl 
von Durchfuhrungsleilem 20, 20a, 21 und 21a, die bei dem 
Mehrschichtkondensator 11 angeordnel sind, iiberschritt. Es 
ist folglich herausgefunden worden, daB es, um einen ESL- 
Wert zu reduzieren, wirksam ist, die Randdurchfiihrungslei- 
ter 20a und 21a vorzusehen. 

Fig. 5 zeigt einen Mehrschichtkondensator 26 gemaB ei- 
nem zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung. Diese Ansicht ist aquivalent zu der An- 
sicht, die in Fig. lA gezeigt ist. In Fig. 5 werden dieselben 
Bezugszeichen verwendet, um Elemente anzuzeigen, die 
denjenigen, die in Fig. lA und IB gezeigt sind, aquivalent 
sind, wobei eine Erklarung derselben weggelassen wird. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 26, der in Fig. 5 ge- 
zeigt isi, sind als Randdurchfiihrungsleiter ein erster Rand- 
durchfiihrungsleiter 20a und ein zweiter Randdurchfiih- 
rungsleiter 21a, die mit einer ersten ihneren Elektrode 14 
bzw. einer zweiten inneren Elektrode 15 verbunden sind, an 
Zwischenpunkten auf jeder Seile der ersten und zweiten in- 
neren Elektrode 14 und 15 angeordnet, wobei der Rand- 
durchfuhningsleiler 20a, der mit der ersten inneren Elek- 
trode 14 verbunden ist, an jeder Ecke der ersten inneren 
Elektrode 14 angeordnet ist. 

Wie es im vorhergehenden beschrieben wurde, kann mit 
dem Randdurchfiihrungsleiter 20a an jeder Ecke der ersten 
inneren Eleku-ode 14 verglichen zu dem Fall des Mehr- 
schichtkondensators 11 gemaB dem ersten bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiel eine weitere Reduzierung des ESL-Werles 
erziell werden. GemaB dem im vorhergehenden erwahnten 
Verfahren zum Messen des ESL-Wertes wmde bei dem 
Mehrschichtkondensator 26 ein ESL-Wert von 15 pH ge- 
messen. 

Fig. 6 zeigt einen Mehrschichtkondensator 27 gemaB ei- 
nem dritten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung. Diese Ansicht ist aquivalent zu der An- 
^sicht, die in Fig. 2 gezeigt ist. In Fig. 6 werden die gleichen 
Bezugszeichen verwendet, um Elemente anzuzeigen, die zu 
denjenigen, die in Fig. 2 gezeigt sind, aquivalent sind, wobei 
eine Erklarung derselben weggelassen wird. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 27, der in Fig. 6 ge- 
zeigt ist, ist eine erste auBere AnscbluBelektrode 18 auf ei- 
ner Hauptoberflache 16 eines Kondensators 13 angeordnet, 
wobei eine zweite auBere AnscbluBelektrode 19 auf der an- 
deren Hauptoberflache 17 desselben angeordnet ist, 

Fig. 7 zeigt einen Mehrschichtkondensator 28 gemaB ei- 
nem vierten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung. Diese Ansicht ist aquivalent zu der An- 
sicht, die in Fig. 2 gezeigt ist. In Fig. 7 werden die gleichen 
Bezugszeichen verwendet, um Elemente anzuzeigen, die zu 
denjenigen, die in Fig. 2 gezeigt sind, aquivalent sind, wobei 
eine Erklarung derselben weggelassen wird. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 28, der in Fig. 7 ge- 
zeigt ist, sind sowohl eine erste auBere AnscbluBelektrode 
18 als auch eine zweite auBere AnscbluBelektrode 19 auf je- 
der der zwei Hauptoberfiachen 16 und 17 eines Kondensa- 
tors 13 angeordnel. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 11 , der in Fig. 2 gezeigt 
ist, konnen die Stromflusse an dem Abschnilt, der in Fig. 2 
gezeigt ist, in den ersten Durchfuhrungsleilem 20 und 20a 
und den zweiten Durchfuhrungsleilem 21 und 21a relativ 
zueinander umgekehrt sein. Im Gegensatz dazu sind bei dem 
Mehrschichtkondensator 27, der in Fig. 6 gezeigt ist, und 
dem Mehrschichtkondensator 28, der in Fig. 7 gezeigt ist, 
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die Richtungen des^^kns, der in den ersten Durchfuh- 
rungsleilem 20 und ^^Phd den zweiten Durchfuhrungslei- 
tem 21 und 21 fiieBt, die selben. Demenisprechend ist es of- 
fensichtlich, daB hinsichtlich der Vorteile bezuglich einer 
5 Reduzierung des ESL-Wens der Mehrschichtkondensator 
11, der in Fig. 2 gezeigt ist, effekliver als der Mehrschicht- 
kondensator 27, der in Fig. 6 gezeigt ist, und der Mehr- 
schichtkondensator 28, der in Fig. 7 gezeigt ist, ist. 

Fig. 8 zeigt einen Mehrschichtkondensator 29 gemaB ei- 

10 nem fiinften bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der voriie- 
genden Erfindung. Diese Ansicht ist aquivalent zu der An- 
sicht, die in Fig. lA gezeigt ist. In Fig. 8 werden die glei- 
chen Bezugszeichen verwendet, um Elemente anzuzeigen, 
die zu denjenigen, die in Fig. lA und IB gezeigt sind, aqui- 

15 valent sind, wobei eine Erklarung derselben weggelassen 
wird. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 29, der in Fig. 8 ge- 
zeigt ist, ist eine Gesamtanzahl von 36 ersten Durchfiih- 
rungsleitern 20 und 20a und zweiten Durchfuhrungsleitem 

20 21 und 21a vorgesehen. Wie es hier gezeigt ist, kann die An- 
zahl von Durchfuhrungsleilem wahlweise geandert werden, 
wenn dies notwendig ist. 

Der Mehrschichtkondensator 29 weist wie in dem Fall 
des Mehrschichtkondensalors 26, der in Fig. 5 gezeigt ist, 

25 die Randdurchfiihrungsleiter 20a und 21a an jeder Ecke der 
inneren Elektroden 14 auf Bei diesem bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel, das den Mehrschichtkondensator 29 verwen- 
dei, befinden sich, da insgesamt sechs Randdurchfiihrungs- 
leiter 20a und 21a an einer Seite jeder inneren Elektrode 14 

30 und 15 positioniert sind, sowohl unter den ersten als auch 
den zweiten Randdurchfiihrungsleitem 20a lind 21a einige 
Durchfiihrungsleiter, die an jeder Ecke der inneren Elektro- . 
den 14 und 15 positioniert sind. Mit anderen Worten ausge- 
driickt, sind einige der ersten und zweiten Randdurchfuh- 

35 rungsleiter 2Pa und 21a an jeder Ecke der inneren Elektrode 
14 und 15 mit den ersten und zweiten inneren Elektroden 14 
und 15 verbunden. 

Fig. 9 zeigt einen Mehrschichtkondensator 30 gemaB ei- 
nem sechsten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 

40 genden Erfindung. Diese Ansicht ist zu der Ansicht, die in 
Fig. 1 A gezeigt ist, aquivalent. In Fig. 9 werden die gleichen 
Bezugszeichen verwendet, um Elemente anzbzeigen, die zu 
denjenigen, die in Fig. 1 gezeigt sind, aquivalent sind, wobei 
eine Erklarung derselben weggelassen wird. 

45 Bei dem Mehrschichtkondensator 30, der in Fig. 9 ge- 
zeigt ist, sind die ersten Durchfiihrungsleiter 20 und 20a und 
zweiten Durchfiihrungsleiter 21 und 21a auf eine solche Art 
und Weise angeordnet, daB die Durchfiihrungsleiter an Ek- 
ken einer im wesentlichen dreieckigen Form, insbesondere 

50 einen regelmaBigen Dreiecks, angeordnet sind. 

Bezuglich des bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels, das in 
Fig. 9 gezeigt ist, kann die verteilte Konfiguration, die zum 
Anordnen der Durchfiihrungsleiter angenommen wird, auf 
andere Weisen modifiziert werden. Es kann beispi els weise 

55 die Konfiguration zum Posilionieren der Durchfiihrungslei- 
ter an jeder Ecke eines Sechsecks angewendet werden. 

Fig. 10 ist eine Draufsicht, die die Positionsbeziehung 
zwischen den inneren Elektroden 14 und den Durchfuh- 
rungsleilem 20, 20a, 21 und 21a gemaB einem siebten be- 

60 vorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
darstellt. 

Bei den im vorhergehenden erwahnten ersten bis sechsten 
bevorzugten Ausfiihrnngsbeispielen sind die Randdurchfiih- 
rungsleiter 20a und 21d mit den inneren Elektroden 14 und 
65 15 an den Seilen der inneren Elektroden 14 und 15 verbun- 
den. In diesem Fall ist in der Figur nicht eine Anordnung der 
' inneren Elektrode 15 gezeigt. Diese Randdurchfiihrungslei- 
. ter 20a und 21a konnen innerhalb der Seiten der inneren 
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Elektroden 14 und 15 positionien sein, wie es in Fig. ]() ge- 
zeigt isi. Bei dem bevorzugte^^fcBfuhrungsbeispiel, das in 
Fig. 10 gezeigt isi, sind die^^idurchfuhrungsieiier 20a 

und 21a auf eine solche Art und Weise angeordnel., daB diese 
Randdurchfiihrungsleiter 20a und 21a jede Seite der inneren 
Elektroden 14 und 15 beriihren. 

Fig. 1 1 zeigt eine Draufsicht, die ein achtes bevorzugres 
Ausfuhrungsbei spiel der vorliegenden Erfindung darstellt, 
das zu demjenigen, das in Fig. 10 gezeigt ist, aquivalent ist. 

Verglichen zu dem Fall, der in Fig. 10 gezeigt ist, sind in 
Fig. 11 die Randdurchfiihrungsleiter 20a und 21a weiler in- 
nen von den Seiten der inneren Elektroden 14 und 15 posi- 
tionierl. In dieser Situation ist die Anordnung der Elektro- 
den 15 in dieser Figur nicht gezeigt. Auf diese Weise ist, 
wenn die Randdurchfiihrungsleiler 20a und 21a weiter in- 
nerhalb der Seiten der inneren Elektroden 14 und 15 positio- 
nierl sind, ein Abstand 31 zwischen jedem der Miltelab- 
schnitte der Randdurchfiihrungsleiter 20a und 21a und jeder 
Seite der inneren Elektroden 14 und 15 vorzugsweise einge- 
stellt, um etwa 1/3 eines Ausrichtungswiederholabslandes 
32 der Durchfiihrungsleiter 20, 20a, 21 und 21a oder kurzer 
als 1/3 des Ausrichtungswiederhoiabstandes 32 zu sein. 

Wie es im vorhergehenden beschrieben wurde^ wird der 
Mehrschichlkondensator gemaB der vorliegenden Erfindung 
bezugnehmend auf jedes der Ausfiihrungsbeispiele, die in 
den Figuren gezeigt sind, dargestellt. Es konnen jedoch wei- 
tere verschiedene Modifikationen beziiglich der Anzahl und 
Positionen der inneren Elektroden, der auBeren AnschiuB- 
elektroden und der Durchfiihrungsleiter, die bei den ver- 
schiedenen bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen der Erfin- 
dung verwendet werden, angewendet werden. Dariiberhin- 
aus sollte die Querschnittkonfiguration der Durchfiihrungs- 
leiter nicht auf die abgcrundeten Konfiguratibnen, wie sie in 
den Figuren gezeigt sind, begrenzt werden. Eine im wesent- 
lichen viereckige oder im wesentlichen sechseckige Form 
kann beispielsweise als eine Modifikation verwendet wer- 
den. 

Der Mehrschichtkondensator gemaB den bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung kann 
beispielsweise vorteilhaft angepaBt werden, um einen Ent- 
kopplungskondensator 5 zu definieren, der bei der im vor- 
hergehenden erwahnten MPU 1 angeordnet ist, die in Fig. 
13 gezeigt ist. Das strukturelle Beispiel in Fig. 12 zeigt die 
Struktur einer MPU mit dem Mehrschichtkondensator der 
bevorzugten Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfin- 
dung, der einen Enlkopplungskondensator definiert. 

Bezugnehmend auf Fig. 12 weist eine MPU 33 ein Ver- 
drahtungssubstrat 35 mit einer Mehrschichtstruktur auf, bei 
dem auf der unteren Oberflache desselben ein Hohbraum 34 
angeordnet ist. Ein MPU-Chip 36 ist auf der oberen Oberfla- 
che des Verdrahtungssubstrats 35 Oberflachen-angebracht. 
Zusatzlich isi innerhalb des Hohlraums 34 des Verdrah- 
tungssubstrats 35 der Mehrschichtkondensator der bevor- 
zugten Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden, der einen 
Enlkopplungskondensator definiert, enthalten. Ein solcher 
Mehrschichlkondensator kann beispielsweise der Mehr- 
schichtkondensator 11 gemaB dem ersten bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiel sein. Dariiberhinaus ist das Verdrahtungs- 
substrat 35 an einer Hauptplatine 37 Oberflachen-ange- 
bracht. 

Wie es in der Figur schematisch gezeigt ist, sind Verdrah- 
tungsleiter, die bei der MPU 33 notwendig sind, auf einer 
Oberflache des Verdrahlungssubslrats 35 und in dem Inne- 
ren des Verdrahtungssubstrats 35 vorgesehen. Mil diesen 
Verdrahtungsleitem werden Verbindungen erhalten, wie sie 
in Fig. 13 gezeigt sind. 

Als reprasentative Leiter unler den Verdrahtungsleitem 
sind innerhalb des Verdrahtungssubstrats 35 eine heiB-sei- 



tige Leistungsversoiajjftgsverdrahtungselektrode 38 und 
eine Masse-Elektroc^^Borgesehen. 

Die heiB-seitige cBRungsversorgungselektrode 38 ist 
iiber einen heiB-seitigen Leistungsversoigungsdurchkontak- 
5 tierungslochleiter 40 mit einer ersten auBeren AnschluBelek- 
trode 18 eines Mehrschichtkondensators 11 und iiber einen 
heiB-seitigen Leislungsversorgungsdurchkontaktie- 
ruDgslochleiter 41 mit einem spezifizierten AnschluB 42 des 
MPU-Chips 36 elektrisch verbunden. Dariiberhinaus ist die 
10 heiB-seitige Leistungsversorgungselektrode 38 iiber einen 
heiB-seitigen Leis lungs versorgu ngsdurch kontakti e- 

rungslochleiter 43 mit einer heiB-seitigen leitfahigen Kon- 
taktflache 44 einer Hauptplatine 37 elektrisch verbunden. 
Zusatzlich ist eine Masse-Elektrode 39 iiber einen Masse- 
15 Durchkontaktierungsiochleiter 45 mil einer zweiten auBeren 
AnschluBelektrode 19 des Mehrschichtkondensators 11 und 
iiber einen* Masse-Durchkontaktierungslochleiter 46 mit ei- 
nem spezifizierten AnschluB 47 des MPU-Chips 36 elek- 
trisch verbunden. Dariiberhinaus ist die Masseelektrode 39 
20 iiber einen Masse-Durchkontaktierungslochleiter 48 mit ei- 
ner Masse-seitigen leitfahigen Kontaktierungsflache 49 der 
Hauptplatine 37 elektrisch verbunden. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 11, der im vorherge- 
henden beschrieben wurde, sind die ersten und zweiten ao- 
25 Beren AnschluBelektroden 18 und 19 mit den Durchkontak- 
tierungsloch lei tern 40 und 45 durch Hocker verbunden, ob- 
wohl dies in Fig. 12 nicht delailliert gezeigt ist. 

In Fig, 12 wurde eine Speichereinheit, die zu der Spei- 
chereinheit 4, die in Fig. 1 3 gezeigt ist, aquivalent ist, weg- 
30 gelassen. 

We es im vorhergehenden beschrieben wurde, sind ge- 
maB dem Mehrschichtkondensator gemaB den bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung zumin- 
dest ein Paar von ersten inneren Elektroden und zumindest 

35 ein Paar von zweiten inneren Elektroden, die sich iiber spe- 
zifizierte dielektrische Schichten einander gegeniiberliegen, 
innerhalb eines Kondensators als dem Hauptkorper mit ei- 
ner Mehrzahl von laminierten dielektrischen Schichten an- 
geordnet. Die Hauptoberflachen des Kondensators erstrek- 

40 ken sich im wesentlichen parallel zu den inneren Elektro- 
den, wobei erste auBere AnschluBelektroden und zweite au- 
Bere AnschluBelektroden auf einer der Hauptoberflachen an- 
geordnet sind. Innerhalb des Kondensators sind eine Mehr- 
zahl von ersten Durchfiihrungsleitem, die die ersten inneren 

45 Elektroden und die ersten auBeren AnschluBelektroden elek- 
trisch verbinden, und eine Mehrzahl von zweiten Durchfuh- 
rungsleitern, die die zweiten inneren Elektroden und die 
zweiten auBeren AnschluBelektroden elektrisch verbinden, 
angeordnet. In dieser Situation kann, da die ersten und zwei- 

50 ten Durchfiihrungsleiter derart angeordnet sind, daB die 
Durchfuhrungsleiter magnetische Felder, die durch einen 
Strom, der durch die inneren Elektroden fiieBt, induziert 
wird, gegenseitig unterdriicken, ein Strom, der durch den 
Mehrschichtkondensator flieBt, in verschiedene Richtungen 

55 ausgerichtet werden, und die Lange des Stroms verkurzt 
werden. Als ein Ergebnis kann bei dem Kondensator nicht 
nur ein ESL-Wert sehr reduziert werden, sondem es konnen 
femer die Auswirkungen des Unterdriickens der magne- 
tischen Felder an den Randem der inneren Elektroden ange- 

60 wendet werden, da die ersten und zweiten Durchfiihrungs- 
leiter erste und zweite Randdurchfiihrungsleiter aufweisen, 
die mit den ersten und bzw. zweiten inneren Elektroden an 
jedem Rand der ersten und zweiten inneren Elektroden ver- 
bunden sind. Dementsprechend kann eine weitere Reduzie- 

65 rung des ESL-Werts erzielt werden. 

Folglich kann eine Resonanzfrequenz des Mehrschicht- 
kondensators hoher sein, und das Frequenzband, in dem der 
Mehrschichtkondensator einen Kondensator definiert, hoher 
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liegen. Der Mehrschichtkond^^lor der bevorzugten Aus- 
fiihrungsbeispiele der vorlie^^Bn Hrfindung ist ausrei- 
chend anpaBbar, um Frequerai^ die bei eleklronischen 
Schallungen verwendet werden, viel hoher zu machen. Der 
Mehrschichtkondensator der bevorzugten Ausfiihrungsbei- 5 
spiele der vorliegenden Erfindung kann beispielsweise als 
ein Uberbriickungskondensator oder ein Entkopplungskon- 
densator verwendet werden, der in Hochfrequenzschallun- 
gen umfaBt ist. 

Obwohl bei dem Entkopplungskondensalor, der verwen- 10 
del wird, indem derselbe mit eineni MPU-Chip oder einer 
anderen Komponente kombiniert wird, eine schnelle Lei- 
stung sversorgungsfunklion erforderlich isi, kann der Mehr- 
schichtkondensator gemaB den bevorzugten Ausfiihrungs- 
beispielen der vorliegenden Erfindung beziiglich der Hoch- 15 
geschwindigkeitsoperationen fiir die schnelle Leistungsver- 
sorgungsfunktion ausreichend vertraglich sein, da der ESL- 
Wert des Kondensators klein ist. 

Wenn zusatzlich der Mehrschichtkondensator der bevor- 
zugten Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung an 20 
einem geeigneten Verdlrahtungssubstrat angebracht wird, 
konnen die auBeren AnschluBelektroden, die bei dem Mehr- 
schichtkondensator umfaBt sind, vorteilhaft durch Hocker 
verbunden werden. Heutzutage besteht beispielsweise bei 
den Halbleiterchips, wie z. B. den MPU-Chips, eine Ten- 25 
denz dazu, Verbindungen durch Hocker herzustellen, da die 
Beiriebsfrequenzen hoher werden. Das Anordnen von 
HauptoberflachenanschluBelektroden stimmt mit dieser 
Tendenz iiberein. Dariiberhinaus ermoglicht eine Verbin- 
dung durch Hocker, daB eine Anbringung mit hoher Dichte 30 
erzielt werden kann, so daB die Erzeugung einer parasitaren 
Induklivitat bei den Verbindungen verhindert werden kann. 

Bei der vorliegenden Erfindung weisen die Merkmale je- 
des bevorzugten Ausfiihrungsbei spiels, die im folgenden 
beschrieben werden, Vorteile auf, bei denen das Unterdriik- 35 
■ken der im vorhergehenden erwahnten magnetischen Felder 
sehr verbessert und die elektrische Lange sehr verringert 
wird, was zu einer wirksameren Reduzierung des ESL- 
Werts fuhrt. 

Die ersten und zweiten Randdurchfuhrungsleiter umfas- 40 
sen erste und zweite Randdurchfuhrungsleiter, die mit den 
ersten bzw. zweiten inneren Elektroden an den Seiten der er- 
sten und zweiten inneren Elektroden verbunden sind. Femer 
weisen zumindest die ersten Randdurchfuhrungsleiter oder 
die zweiten Randdurchfuhrungsleiter Randdurchfuhrungs- 45 
leiter auf, die mit entsprechenden inneren Elektroden an Ek- 
ken derentsprecheiiden inneren Elektroden verbunden sind. 
Die ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden sind le- 
diglich auf einer Hauptoberflache des Kondensators ange- 
ordnet. 50 

Patentanspriiche 

1. Mehrschichtkondensator mit folgenden Merkma- 
len: 55 
einem Kondensatorkorper (13) mit einer Mehrzahl von 
laminierten dielektrischen Schichten (12); 
zumindest einem Paar von ersten inneren Elektroden 

(14) . und zumindest einem Paar von zweiten inneren 
Elektroden (15), wobei sich die Paare von ersten inne- 60 
ren Elektroden (14) und zweiten inneren Elektroden 

(15) iiber eine der Mehrzahl von dielektrischen Schich- 
ten (12), die innerhalb des Kondensatorkorpers (13) 
angeordnel sind, gegenuberliegen; 

ersten auBeren AnschluBelektroden (18) und zweiten 65 
auBeren AnschluBelektroden (19), die auf zumindest 
einer Hauptoberflache (17) des Kondensatorkorpers 
(13) angeordnet sind, wobei sich die Hauptoberflache 
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(17) im weseni^^^ parallel zu den inneren Elektro- 
den (14, 15) er^^, 

einer Mehrzahl von ersten Durchfiihrungsleiiern (20, 
20a) und einer Mehrzahl von zweiten Durch fuhrungs- 
leitem (21, 21a), die innerhalb des Kondensatorkorpers 
(13) angeordnet sind, wobei die ersten Durchfuhrungs- 
leiter (20, 20a) durch spezifizierte dielektrische Schich- 
ten (12) der Mehrzahl von dielektrischen Schichten 
(12) verlaufen, um die ersten inneren Elektroden (20, 
20a) und die ersten auBeren AnschluBelektroden (18) 
derart eleklrisch zu verbinden, daB die ersten Durch- 
fiihrungsleiter (20, 20a) von den zweiten inneren Elek- 
troden (15) elektrisch isoliert sind, und wobei die zwei- 
ten Durchfiihrungsleiter (21, 21a) durch spezifizierte 
dielektrische Schichten (12) der Mehrzahl von dielek- 
trischen Schichten (12) verlaufen, um die zweiten inne- 
ren Elektroden (15) und die zweiten auBeren AnschluB- 
elektroden (19) derart elektrisch zu verbinden, daB die 
zweiten Durchfiihrungsleiter (21, 21a) von den ersten 
inneren Elektroden (14) elektrisch isoliert sind, wobei 
die ersten und zweiten Durchfuhrungsleiter (20, 21, 
20a, 21a) derart angeordnet sind, daB die ersten und 
zweiten Durchfuhrungsleiter (20, 21, 20a, 21a) raagne- 
tische Felder, die durch einen Strom, der durch die in- 
neren Elektroden (14, 15) flieBt, induziert werden, ge- 
genseitig unterdriicken; und 

ersten Randdurchfiihrungsleitern (20a), die in den er- 
sten Durchfiihrungsleitem (20, 20a) umfaBi sind, und 
zweiten Randdurchfiihrungsleitern (21a), die in den 
zweiten Durchfiihrungsleitem (21, 21a) umfaBt sind, 
wobei die ersten Randdurchfiihrungsleiter (20a) mit 
den jersten. inneren Elektroden (14) an den Randern der 
ersten inneren Elektroden (14) verbunden sind, und 
wobei die zweiten Randdurchfuhrungsleiter (21a) mit 
den zweiten inneren Elektroden (15) an den Randern 
der zweiten inneren Elektroden (15) verbunden sind. 

2. Mehrschichtkondensator gemafi Anspruch 1, bei 
dem die ersten Randdurchfiihrungsleiter (20a) erste 
Randdurchfuhrungsleiter (20a) aufweisen, die mit den 
ersten inneren Elektroden (14) an Seiten der ersten in- 
neren Elektroden (14) verbunden sind, und die zweiten 
Randdurchfuhrungsleiter (21a) zweite Randdurchfiih^ 
rungsleiter (21a) aufweisen, die mit den zweiten inne- 
ren Elektroden (15) an Seiten der zweiten inneren 
Elektroden (15) verbunden sind. 

3. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 1 oder 2, 
bei dem zumindest die ersten Randdurchfuhrungsleiter 
(20a) oder die zweiten Randdurchfiihrungsleiter (21a) 
Randdurchfiihrungsleiter aufweisen, die mit entspre- 
chenden inneren Elektroden (14, 15) an Ecken der ent- 
sprechenden inneren Elektroden (14, 15) verbunden 
sind. 

4. Mehrschichtkondensator gemaB einem der Ansprii- 
che 1 bis 3, bei dem die ersten und zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (18, 19) in einer pun ktierten Konfigu- 
ration entsprechend den ersten und zweiten Durchfiih- 
rungsleitem (20, 20a, 21, 21a) vertcilt sind. 

5. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 4, bei 
dem an jeder der ersten und zweiten auBeren AnschluB- 
elektroden (18, 19) ein Lolmittelhocker (24, 25) vorge- 
sehen ist. 

6. Mehrschichtkondensator gemafi einem der Ansprii- 
che 1 bis 5, bei dem die ersten und zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (18, 19) lediglich auf einer Haupt- 
oberflache (17) des Kondensators (13) angeordnet sind. 

7. Mehrschichtkondensator gemaB einem der Ansprii- 
che 1 bis 5, bei dem die ersten und zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (18, 19) auf beiden Hauptoberflachen 
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17) des Kondensator^l3) angeordnet sind. 
& Mehrschichtkondens^^^niaB einem der Ansprii- 
Ac 1 bis 5, bei dein die^^^ auBeren AnschluBelek- 
ftoden (19) auf einer Hauptoberflache (17) des Kon- 
Ansators (13) angeordnei sind, und die zweiten aufie- 5 
on AnschluBelektroden (18) auf der anderen Haupi- 
Acrflache (16) desselben angeordnet sind. 
f. Mehrschichlkondensalor gemaB einem der Ansprii- 

1 bis 9, bei dem der Kondensaior (13) angeordnet 
St, um einen Entkopplungskondensator zu definieren, 10 
At in einem MPU-Chip einer Mikroverarbeitungsein- 
haX vorgesehen ist. 

El Verdrahtungssubstrai (35) mit einem Mehrschicht- 
toodensator gemaB einem der Anspriiche 1 bis 9, der 
aef demselben angebracht ist. 15 
D. Verdrahtungssubstrat (35) gemaB Anspruch 10, bei 
ein MPU-Chip (36), der in einer Mikroverarbei- 
togseinheit untergebrachl isi, auf dem Verdrahtungs- 
fflbstrat (35) mit einem heiB-seiiigen Leistungsversor- 
^gsverdrahtungsleiter (38, 41, 43) zum Zufuhren 20 
m Leistung, die fiir den MPU-Chip (36) verwendel 
wd, und einem Masse- Verdrahtungsleiter (39, 46, 48) 
aigebracht ist, wobei entweder die ersten auBeren An- 
schluBelektroden (18) Oder die zweiten auBeren An- 
siiluBelektroden (19), die in dem Mehrschichtkonden- 25 
ator umfaBl sind, mil dem heiB-seitigen Leistungsver- 
SDigungsverdrahtungsleiter (38, 41, 45) elektrisch ver- 
loDden sind, und die anderen AnschluBelektroden der 
aslcn auBeren AnschluBelektroden (18) der zweiten 
«Beren AnschluBelektroden (19) rail dem Masse- Ver- 30 
*ahtungsleiter (39, 46, 48) verbunden sind. 
XL Verdrahtungssubstrai (35) gemaB Anspruch 10 
Oder 11, bei dem die ersten und zweiten auBeren An- 
adUuBeleklroden (18, 19) jeweils durch einen Hocker 
nt dem VerdrahtungssubsU-at (35) verbunden sind. 35 
13. Hochfrequenzschaltung mit einem Mehrschichl- 
loodensator gemaB einem der Anspriiche 1 bis 9. 
M. Mehrschichlkondensalor gemaB einem der An- 
i^»ik:he 1 bis 9, bei dem eine Querschnittkonfiguration 
der Durchfuhrungsleiler (20, 20a, 21 , 21a) im wesenlli- 40 
^n kreisfbrmig ist. 

15. Mehrschichlkondensalor gemaB einem der An- 
ifiuche 1 bis 9, bei dem eine Querschnittkonfiguration 
*r Durchfuhrungsleiler (20, 20a, 21, 21a) im wesentli- 
den viereckig und im wesentlichen sechseckig ist, 45 

16. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
^■iiche 1 bis 9, 14 oder 15, bei dem die ersten Rand- 
Archfuhrungsleiter (20a) und die zweiten Randdurch- 
fihrungsieiter (21a) an Zwischenpunklen auf jeder 
Sate der ersten und zweiten inneren Elektroden (14, 50 
15) angeordnet sind. , 

17. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
^luche 1 bis 9 oder 14 bis 16, bei dem zumindest einer 

ersten Randdurchfiihrungsleiler (20a), der mit der 
osten inneren Elektrode (14) verbunden ist, an einer 55 
Ecke einer der ersten inneren ElekU-oden (14) angeord- 
at ist. 

& Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
:spriiche 1 bis 9 oder 14 bis 17, bei dem einer der zwei- 
toRanddurchfiihrungsleiter (21a), der mil der zweiten 60 
aneren Elektrode (15) verbunden ist, an einer Ecke ei- 
aer der zweiten inneren Elektroden (15) angeordnet ist. 
19. Mehrschichtkondensator mil folgenden Merkma- 
9ca: 

anem Kondensatorkorper (13) mit einer Mehrzahl von 65 
ianinierlen dielektrischen Schichten (12) und mit vier 
SEiten(16, 17); 

.sximindest einem Paar von ersten inneren Elektroden 



(14) und zuminUkeihem Paar von zweiten inneren 
ElekU-oden (15j^^Bei sich die Paare von ersten inne- 
ren Elektroden (Wj und zweiten inneren Elektroden 

(15) uber eine der Mehizahl von dielektrischen Schich- 
ten (12), die innerhalb des Kondensatorkorpers (13) 
und an verschiedenen Positionen in dem Kondensator- 
korper (13) angeordnet sind, gegenuberliegen; 

ersten auBeren AnschluBelektroden (18) und zweiten 
auBeren AnschluBelektroden (19), die auf zumindest 
einer Hauptoberflache (17) des Kondensatorkorpers 
(13) angeordnet sind, wobei sich die Hauptoberflache 
(17) im wesentlichen paraDel zu den inneren Elektro- 
den (14, 15) erstreckt; 

einer Mehrzahl von ersten Durch fuhrungs lei tern (20, 
20a) und einer Mehrzahl von zweiten Durchfuhrungs- 
leilem (21, 21a), die innerhalb des Kondensatorkorpers 
(13) angeordnet sind, wobei die ersten Durchfuhrungs- 
leiler (20, 20a) durch spezifizierte dielektrische Schich- 
ten (12) der Mehrzahl Von dielektrischen Schichten 
(12) verlaufen, um die ersten inneren Elektroden (14) 
und die ersten auBeren AnschluBelektroden (18) derarl 
elektrisch zu verbinden, daB dies ersten Durchfuhrungs- 
leiler (20, 20a) von den zweiten inneren Elektroden 
(15) elektrisch isolierl sind, und wobei die zweiten 
Durchfuhrungsleiler (21, 21a) durch spezifizierte di- 
elektrische Schichien (12) der Mehrzahl von dielektri- 
schen Schichten (12) verlaufen, um die zweiten inne- 
ren Elektroden (15) und die zweiten auBeren AnschluB- 
elekU-oden (19) derarl elektrisch zu verbinden, daB die 
zweiten Durchfuhrungsleiler (21, 21a) von den ersten 
inneren ElekU-oden (14) elektrisch isoliert sind; 
wobei sich die ersten und zweiten Durchfuhrungsleiler 
(20, 21, 20a, 21a) von den ersten beziehungsweise 
zweiten auBeren AnschluBelektroden (18, 19) enllang 
eines Hauplabschnitts der Mehrzahl von dielektrischen 
Schichten (12) erstrecken, und wobei die ersten und 
zweiten Durchfuhrungsleiler (20, 20a, 21, 21a) derarl 
angeordnei sind, daB die ersten und zweiten Durchfuh- 
rungsleiler (20, 20a, 21, 21a) magnelische Felder, die 
durch einen Strom, der durch die inneren Elektroden 
(14, 15) flieBt, induziert werden, gegenseitig unter- 
driicken. 

20. Mehrschichdcondensator gemaB Anspruch 19, bei 
dem jeder erste auBere AnschluB (18) enllang der zu- 
mindest einen Hauptoberflache (17) des Kondensator- 
korpers (13) benachbart zu einem der zweiten auBeren 
Anschliisse (19) positioniert ist. 

21. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 19, bei 
dem jeder erste Durchfuhrungsleiler (20, 20a) inner- 
halb des Kondensatorkorpers (13) benachbart zu einem 
der zweiten Durchfuhrungsleiler (21, 21a) positioniert 
ist. 

22. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 19 bis 21, bei dem die ersten auBeren An- 
schliisse (18) eine erste Polaritat aufweisen, und die 
zweiten auBeren Anschliisse (19) eine zweite Polaritat 
aufweisen, die zu der ersten Polaritat enlgegengesetzt 
ist. 

23. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 19 bis 22, der femer erste Randdurchfiihrungs- 
leiler (20a), die in den ersten Durchfiihrungsleitem (20, 
20a) umfaBt sind, und zweite Randdurchfiihrungsleiler 
(21a), die in den zweiten Durchfiihrungsleitem (21, 
21a) umfaBl sind, aufweist, wobei die ersten Rand- 
durchfiihrungsleiler (20a) mit den ersten inneren Elek- 
troden (14) an den Randcm der ersien inneren Elektro- 
den (14) verbunden sind, und die zweiten Randdurch- 
fiihrungsleiler (21a) mit den zweiten inneren Elektro- 
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den (15) an den Randen^MLZweiten inneren Elekr.ro- 
den (15) verbunden sind^^B 

24. Mehrschichlkondens^^ gemaB Anspruch 23, bei 
dem die ersten Randdurchfiihrungsleiter (20a) ersle 
Randdurchfiihrungsleiter aufweisen, die mit den ersten 5 
inneren Elektroden (14) an Seiten der ersten inneren 
Elektroden (14) verbunden sind, und die zweiten Rand- 
durchfiihrungsleiter (21a) zweite Randdurchfiihrungs- 
leiter aufweisen, die mit den zweiten inneren Elektro- 
den (15) an Seiten der zweiten inneren Elektroden (15) 10 
verbunden sind. 

25. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 23 oder 
24, bei dem zumindest die ersten Randdurchfiihrungs- 
leiter (20a) oder die zweiten Randdurchfuhrungsleiter 
(21a) Randdurchfiihrungsleiter aufweisen, die mit em- 15 
sprechenden inneren Elektroden an Ecken der entspre- 
chenden inneren Elektroden verbunden sind. 

26. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 1 9 bis 25, bei dem die ersten und zweiten au- 
Beren AnschluBelektroden (18, 19) in einer punktierten 20 
Konfigu ration entsprechend den ersten und zweiien 
Durchfiihrungsleitem (20, 20a, 21, 21a) verteilt sind. . 

27. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 26, bei 
dem an jeder der ersten und zweiten auBeren AnschluB- 
elektroden (18, 19) ein Lotmittelhocker (24) vorgese- 25 
hen ist. 

28. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 19 bis 27, bei dem die ersten und zweiten au- 
Beren AnschluBelektroden (18, 19) lediglich auf einer 
Hauptoberflache (17) des Kondensalors (13) angeord- 30 
net sind. 

29. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 19 bis 27, bei dem die ersten und zweiten au- 
Beren AnschluBelektroden (18, 19) auf beiden Haupt- 
oberflacben (16, 17) des Kondensators (13) angeordnet 35 
sind. 

30. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 19 bis 27, bei dem die ersten auBeren An- 
schluBelektroden (18) auf einer Hauptoberflache (16) 
des Kondensators (13) angeordnet sind, und die zwei- 40 
ten auBeren AnschluBelektroden (19) auf der anderen 
Hauptoberflache (17) desselben angeordnet sind. 

31. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 19 bis 30, bei dem der Kondensalor (13) ange- 
ordnet ist, urn einen Enikopplungskondensator zu defi- 45 
nieren, der in einem MPU-Chip (36) einer Mikroverar- 
beitungseinheit vorgesehen ist. 

32. Verdrahtungssubstrai (35) mit einem Mehrschicht- 
kondensator gemaB einem der Anspriiche 19 bis 31, der 
auf demselben angeordnet ist. 50 

33. Verdrahtungssubstrai (35) gemaB Anspruch 32, bei 
dem ein MPU-Chip (36), der in einer Mikroverarbei- 
tungseinheit untergebracht ist, auf dem Verdrahtungs- 
substrat (35) mit einem heiB-seidgen Leistungsversor- 
gungsverdrahtungsleiter (38, 41, 43) zum Zufuhren 55 
von Leistung, die fiir den MPU-Chip (36) yerwendet 
wird, und einem Masse- Verdrahtungsleiter (39, 46, 48) 
angebracht ist, wobei entweder die ersten auBeren An- 
schluBelektroden (18) oder die zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (19), die in dem Mehrschichtkondcn- 60 
salor umfafit sind, mit den heiB-seiligen Leistungsver- 
sorgungsverdrahtungsleilem (38, 41, 43) elektrisch 
verbunden sind, und die anderen AnschluBelektroden 
der ersten auBeren AnschluBelektroden (18) und der 
zweiten auBeren AnschluBelektroden (19) mit dem 65 
Masse- Vcrdrahlungsieiler (39, 46, 48) verbunden sind. 

34. Verdrahtungssubstrai. (35) gemaB Anspruch 32 
Oder 33, bei dem die ersten und zweiien auBeren An- 



schluBelektrod^^^ 19) durch einen Hooker (24) mit 
dem Verdrahturl^^Pstrat (35) verbunden sind. 

35. Hochfrequenzschaltung mit einem Mehrschicht- 
kondensator gemaB einem der Anspriiche 19 bis 31. 

36. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 19 bis 31, bei dem eine Querschnittkonfigura- 
tion der Durchfuhrungsleiter (20, 20a, 21, 21a) im we- 
senilichen kreisformig ist. 

37. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 19 bis 31, bei dem eine Querschnittkonfigura- 
tion der Durchfuhrungsleiter (20, 20a, 21, 21a) im we- 
senllichen viereckig und im wesentlichen sechseckig 
ist. 

38. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 23 bis 31, 38 oder 39, bei dem die ersten Rand- 
durchfiihrungsleiter (20a) und die zweiten Randdurch- 
fiihrungsleiter (21a) an Zwischenpunkten auf jeder 
Seite der ersten und zweiien inneren Elektroden (14, 
15) angeordnet sind. 

39. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 23 bis 31 oder 36 bis 38, bei dem zumindest ei- 
ner der ersten Randdurchfiihrungsleiter (20a), der mit 
der ersten inneren Elektrode (14) verbunden ist, an ei- 
ner Ecke einer der ersten inneren Elektroden (14) ange- 
ordnet ist. 

40. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 23 bis 31 oder 36 bis 39, bei dem einer der 
zweiten Randdurchfiihrungsleiter (21a), der mit der 
zweiten inneren Elektrode (15) verbunden ist, an einer 
Ecke einer der zweiten inneren Elektroden (15) ange- 
ordnet ist. 
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